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論文概要 
 近年の通信トラフィックの急速な拡大により，大容量光通信

に関する研究が盛んに行われている．光変調器の分野において

は，マッハツェンダー（MZ）型の干渉計構造が並列に並んだ

LiNbO3変調器を用いた多値変調技術による大容量化が検討さ

れている．本発表では，その並列型 LiNbO3変調器のバイアス

制御方法について検討し，またより高精度の変調を実現するた

め，個々の MZ 構造及びそのバイアス制御について検討し報告

した． 
図 1 に今回提案したバイアス制御方式を示した．並列型

LiNbO3変調器では各々の MZ 構造部で変調を行い，それらを

直交成分として合波することにより多値変調が可能になる．よ

って変調器を精度よく駆動するためには，変調器後段部の電極

のバイアス制御が重要になってくる．そのために今回，変調光

の一部をフィードバック信号として取り出し，それを従来より

簡易な方法で検出する方法を提案した．結果図 2 に示す特性が

得られることをシミュレーションにより確認した．また我々は

高精度な多値変調を実現するため，各々の MZ 構造について着

目し，MZ の光入射側 Y 分岐構造に電極を設ける（図 3）こと

で，高消光比の変調を実現できることを確認した[1]．同時に

この構造におけるバイアス制御方法についても検討し，最近で

はこの変調器を用いて Two-tone 信号の連続生成を行い，24
時間にわたりキャリア抑圧比で 35dB 以上を達成している[2]． 
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図 4 Two-tone 信号連続生成実験 

図 3 電界制御Y分岐構造をもつMZ型変調器

構造 

図 2 得られる参照信号強度 

図 1 並列型 LiNbO3 変調器のバイアス制御系

 


